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Spos6b wytwarzania cienkowarstwowych kondensatoréw
dla scalonych mikroobwodéw hybrydowych

Przedmiotem wynalazku jest sposdéb wytwarzania cienkowarstwowych kondensatoréw dla scalonych mikro-
obwoddéw hybrydowych. Kondensatory te w postaci zwanej chipami przeznaczone s3 do wmontowania w obwo-
dy hybrydowe lub tez po dotaczeniu wyprowadzen i natozeniu warstwy ochronnej moga by ¢ uzyte jako elemen-
ty dyskretne do montazu konwencjonalnego.

Sposoby wytwarzania kondensatoréw cienkowarstwowych znane s3 z bardzo wielu publikacji, w bardzo
réznych wersjach materiatowych i technologicznych. Wspdlna cecha znanych rozwiazan jest to, iz na podtoze
szklane lub ceramiczne nanosi si¢ warstwe przewodzaca o grubosci od 0,5 do 1 um metoda metalizacji proznio-
wej. Metoda obrdbki fotolitograficznej uzyskuje si¢ zadany ksztatt elektrod. Warstwa dielektryka o grubosci’
w granicach od 0,1 do 1 um (w zaleznosci od potrzeby) nanoszona jest badz metoda selektywnego utleniania
elektrochemicznego, badZ tez metoda nanoszenia prézniowego poprzez maski mechaniczne. Gérna elektroda
o grubosci okoto 0,1 um nanoszona jest réwniez metoda prézniowa, przy czym zadany ksztatt uzyskuje sie
w kolejnej obrdbce fotolitograficznej. W typowym przypadku jezeli dolna elektrods jest np. tantal lub alumi-
nium, a elektrody wymagaja mikropotaczen lutowanych to dochodzi jeszcze parowanie wielowarstwy lutowni-
czej na przyktad tytan — miedZ, nichrom — miedZ albo nichrom — nikiel z nast¢pujaca po tym jeszcze jedna
obrdbka fotolitograficzna. Dwie ostatnie operacje moga by ¢ ustawione w innej kolejnosci wzgledem poprzednich.

Zasadnicza niedogodnoscig zannego sposobu jest duza ilosé operacji technologicznych, w wyniku ktérych
rosnie prawdopodobieristwo powstania defektu w cienkiej warstwie dielektrycznej, réwnoznaczne z matym uzy-
skiem po prdbie na napigcie przebicia. Niezaleznie od tego cienkie elektrody i doprowadzenia do nich, wnosza
opornosci szeregowe, ograniczajace zakres czestotliwosci pracy. Niedogodnosci te sprawiaja, iz zaledwie kilka
firm na swiecie opanowato produkcje kondensatoréw cienkowarstwowych, natomiast w olbrzymiej wigkszosci
przypadkdw sa one zastgpowane przez tzw. chipy ceramiczne. '

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania cienkowarstwowych kondensatoréw polegajacego na nanoszeniu
na podtoze szklane lub ceramiczne warstwy przewodzace;j i dielektryczne;j.

Istota wynalazku polega na tym, Ze na warstwe przewodzaca naniesiong na cate podloze nanosi sie
warstwe dielektryczna sposobem réwniez nieselektywnym to jest nie wymagajacym obrdbki fotolitograficznej,
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a nastepnie nanosi si¢ dwuwarstwe lutownicza, po czym catos¢ poddaje si¢ obrébee fotolitograficznej, w wyniku
ktdrej otrzymuje si¢ na warstwie dielektryka prostokatne, parami blisko siebie lezace pola metalizowane, stano-
wigce gérne oktadki kondensatora. Pola te pokrywane s3 spoiwem lutowniczym w znanym procesie zanurzenio-
wym, po czym podtoze rozcinane jest na chipy, tak aby kazdy z nich obejmowat jedng par¢ metalizowanych
i pocynowanych prostokatéw. Stanowig one jednoczesnie punkty lutownicze umozliwiajace wmontowanie chipu
do uktadu hybrydowego, analogicznie jak inne dotychczas montowane elementy.

Zaleta sposobu wedlug wynalazku jest to, Ze do wykonania kondensatora potrzebna jest tylko jedna
obrébka fotolitograficzna zamiast dotychczas stosowanych trzech lub czterech. Zmniejsza to migdzy innymi
w spos6b istotny prawdopodobieristwo powstawania defektu w cienkiej warstwie dielektrycznej to jest zwigksza
uzysk produkcyjny. Niezaleznie od tego w sposobie wedtug wynalazku zredukowana jest do minimum opornosé
weregowa elektrod, przez co uzyskuje si¢ znacznie szerszy zakres cze¢stotliwosci poprawnej pracy.

Spos6b wedtug wynalazku objasniony jest w przyktadzie wykonania.

Przyktad. Podtoze dielektryczne ze szkta krystalizowanego o wymiarach 60 x 48 mm pokrywa si¢
warstwa. 99,99. procentowego aluminium o grubosci okoto 1 um z podktadem okoto 0,02 um warstwy tytanu.
Metale odprowadzane s3 z grzejnika wolframowego, w prézni lepszej niz 10~5Tr z szybkoscia wigksza niz
0,01 um/s. Temperatura podtoza w czasie parowania utrzymywana jest na poziomie okoto 373°K. Tak naniesio-
ng warstwe aluminium na catej powierzchni czgsciowo utlenia si¢ w procesie utleniania elektrochemicznego, az
do otrzymywania warstwy tréjtlenku aluminium o grubosci 0,2 um. Stosuje si¢ 17-procentowy roztwor pigciobo-
ranu amonowego w glikolu etylowym. Temperatura procesu wynosi 293°K +0,5°K; prad 0.5 mA/cm? az do
uzyskania 200V napigcia na warstwie tréjtlenku aluminium. Czas anodyzacji statonapi¢ciowej wynosi 30 minut.
Na warstwe tréjtlenku aluminium naparowuje si¢ warstwe podktadu nichromu o grubosci 0,03 #m i natychmiast
po tym, w tym samym procesie prézniowym naparowuje si¢ warstwe niklu o grubosci 0.2 um. W prostej operagji
zbedng czes$é naparowanej dwuwarstwy wytrawia si¢ selektywnie stosujac maskowanie fotolitograficzne. Géme
elektrody pokrywa sig¢ spoiwem lutowniczym w postaci stopu cynowo-otowiowego, eutektycznego sposobem
zanurzeniowym w temperaturze 513°K. Po procesie separacji, chipy poddane sa napieciu préby 60V wzgledem
elektrody aluminiowe;j. ’

Zastrzezenie patentowe

Sposéb wytwarzania cienkowarstwowych kondensatorow dla scalonych mikroobwoddéw hybrydowych po-
legajacy na nanoszeniu na podtoze szklane lub ceramiczne warstwy przewodzacej i dielektrycznej. znamien-
ny tym, Ze cale podtoie pokrywa si¢ warstwa przewodzaca. na ktdra nanosi si¢ warstwe dielektryczna
réwniez sposobem nieselektywnym, a nastgpnie nanosi si¢ dwuwarstwe lutownicza, po czym catosé¢ poddaje si¢
obrébee fotolitograficznej, w wyniku ktdrej otrzymuje si¢ blisko siebie lezace pola metalizowane stanowiace
gorne oktadki kondensatora, ktore pokrywa si¢ spoiwem lutowniczym w znany sposdb, po czym-podtoze rozci-
na si¢ na chipy tak. aby kazdy z nich obejmowat jedna par¢ metalizowanych, pocynowanych prostokgtow.
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